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Выделение потенциальной энергии нейтрализации многозарядных ионов (МЗИ) приводит к повышению степени ионизации распыленных частиц, что открывает перспективу применения медленных МЗИ для ВИМС. Результаты работ показывают, что максимальные преимущества использования МЗИ в ВИМС могут быть получены и при минимальных кинетических энергиях /1/.
В данной работе исследована зависимость выхода распыленных нейтральных молекул CuPc на подложке из монокристалла GaAs от заряда и энергии бомбардирующих МЗИ Biq+ (q=1-5) в диапазоне энергий 1– 10 кэВ.
Наблюдается рост выхода распыленных молекул фталоцианина с ростом заряда МЗИ опережающий рост интегрального коэффициента распыления. Рост выхода нейтральных молекул CuPc менее выражен по сравнению с ростом выхода положительных ионов ряда элементов и соединений наблюдаемым при бомбардировке МЗИ ряда металлов и кремния. По-видимому, значительный рост выхода вторичных положительных ионов с зарядом МЗИ связан с увеличением степени ионизации вторичных частиц, а в случае распыления нейтральных молекул фталоцианина приращение выхода с зарядом МЗИ может быть связано с другими механизмами, например с увеличением десорбции нейтральных молекул под действием МЗИ. 
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